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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Комбінована модель динамічної інтегральної лаує-дифракції у вигнутих кристалах з дефектами

2. Combined model of dynamical integrel Laue-diffraction in bent crystals with defects.

Реферат:
1. На єдиних принципах створено моделі інтегральної лауе-дифракції для граничних випадків як "тонкого"
(товщини кристалів співмірні з глибиною абсорбції), так і "товстого" (товщини значно перевищують довжини
абсорбції) пружно вигнутих кристалів з дефектами багатьох типів. На цій основі створено комбінований
метод багатопараметричної діагностики мікродефектів декількох типів, одночасно присутніх в кристалах, по
деформаційним залежностям повної інтегральної інтенсивності дифрагованого випромінення у "тонких" та
"товстих" кристалах, що спільно обробляються. При цьому моделі факторизуються, тобто, параметри, що
описують деформаційну залежність ПІІ, не залежать від дефектної структури зразка, а визначаються в
явному вигляді умовами дифракції та хімічним складом досліджуваних монокристалів і є різними для
бреггівської та дифузної складових ПІІ. Залежності цих складових від характеристик дефектів співпадають з
відповідними для невигнутих кристалів і не змінюються при вигинах, але змінюються співвідношення цих
складових



2. On the basis of common principles the models of integral Laue-diffraction for boundary cases of both "thin"
(crystal's thickness is commensurable to the depth of absorption) and "thick" (crystal's thickness significantly
exceeds the length of absorption) elastic bent crystals with many types of defects are developed. On this base the
combined method of multiparametric diagnostics of several types of microdefects, which are simultaneously
present in crystals, by simultaneously treated deformation dependences of the total integrated intensity (TII) of
diffracted radiation in "thin" and "thick" crystals is created. At the same time, the models are factorized, i.e., the
parameters, which describe the deformation dependences of the TII, are independent on the defect structure of a
sample. They are determined in an explicit form by the conditions of the diffraction and chemical composition of
the investigated single crystals and have different forms for the Bragg and diffuse components of TII. Dependences
of these components on characteristics of defects coincide with corresponding dependences of not-bent crystals
and do not change with bents but the ratio of these components is changed
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